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□ D er Bericht beruht auf einer uu 0bersetzung handelt, die tur 9 
bei der es sich urn die Sprache oe ^ b)) 



Beschreibung, Seiten 
Anspruche, Nr. 

Zeichnungen, Blatter 

1/2,2)2 



in 



derursprOnglicheingereichtenFassung 



InderursprOngUchelngereichtenFassung 



111 - 

1/2, 26 t w Hon siehe Zusatzfeld betreffend das 

Sequenzprotokoll 

fnlaende Unterlagen fortgefallen. 
3 □ Aufgrund der Anderungen s.nd folgende u 

□ Beschreibung: Serte 

□ Ansprilche: Nr. 

§ s=s=«= ~ 

^^uffass g 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Serte 

□ Anspruche: Nr. 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 



Internationales Aktenzeichen 

Feststellung 



1 Feststellung 
' Neuheit(N) 



Ja: Anspruche 1-14 

Nein: AnsprQche - 
Ja: Anspruche 1-14 

- Nein: Anspruche - ^ 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Jjj^ AnsprQ^e. ; 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen 
siehe Beiblatt 



und Erklarungen (Regel 70.7): 



ZU rmternation^^ 
fMUr^LJ*?^^ Jl^eichnungen oder zu c» 



der Frage, ob die Anspruche in 



aemXKdurchdieBeschreibung 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUHGER 
BERICHT ZUR PATENT1ERBARK.EI I 
BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/052999 



ZuPunki^ • „ tli ,. h de r Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 

rS£ST2=2^ - — — - stateun9 dieser 

Feststellung 



Es wird auf die folgenden ^^^^ Nr 179 (E -082), 17. November 1981 
DEAN", NANCY, F; WEISER.) 30. Ma. 2003 (2003 05 30) 



A An c p"" ir - he 1-3 



1 - . . •• hotii^npnder Stand der Technik gegenuber dem 

Das Dokument D2 wird als nachst,,ege h ^ (die Verweise in Klammern 

Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart y 



beziehen sich auf dieses Dokument): 



Eln Verfahren 2Um ^*"^e ESS* (4) auf ein Substra, (1), 

Strukturieren der Hilfsschicht (8). 

_ „ ir . hQ . un terscheidet sich daher von dem bekannten D2 
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•• . ,.^ro Internationales Aktenzeichen 

INTERNATIONALER VORLAURGER 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT PCT/EP2004/052999 
BEIBLATTj 

Oecksorifcht, in dor Masken5ffnung gaivanisiertwe rden, und daB die Sookelsebioh, aus 
efnern anderen Material besteht als die Deoksoh,cht. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist sonYrt neu (Artikel 33(2) PCT). 

2 - » .^o a -y, i in<yande Aufaabe kann darin gesehen 

::»n B-anscmen Bgensehaften erzeug, warden so,.. 

D ,e in Anspruob 1 der voriiegenden ^^r^— 
besteht in dem Erreiohen von l ^*™^TS2^™«iW *rch den bekannten 
beetehenden Sookelsohicht und Dec* ^^^^is der erfinderisohen 
Stand der Teohnik nioht nahegelegt und ertullt daher aas tnor 

Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

3 '. 4 w,« 2 a sind vom Anspruoh 1 abhangig und ertullen damit ebenfalls die 
^oSsede; PcT in Tezug au. Neuhek und erilnderisehe Tarigke,,. 



p An°pr'" ir!hfi 9 - 14 



beziehen sich auf dieses Dokument). folgenden 
SSS rC=r^S 2 , eines integrie rt en 

^ e^ Sbige Lekbann (54; Sake . Par.) oder AneohluBplatte. 

I k^r SoUriiob. M aus einem 
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. --...Mil x i irircD Internationales Aktenzeichen 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT PCT/EP20 04/052999 

beiblatt; 

Material mit einer Schmelztemperatur grosser 500 Grad Celsius (Seite 3 Par.9). 
ete Iklrisch leitfahige Lotmaterialschicht (64) mit einem Schmelzpunkt Werner 400 

^Ts^^'m^s Nickel Oder Nickelphosphor besteht, oder mindestens 
60 Atomprozent Nickel enthalt (Seite 3, Par.9), 

- wobei die Grundschicht (60) eine Diffusionssperre fur Kupfer bildet (Se,t ,3 j*^' 

- und wobei die Grundschicht (60) an die Leitbahn (54) oder d.e Ansch.uBplatte angrenzt. 

Der Geaenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich daher von dem bekannten D3 
dadurch daB die Grundschicht aus den in Anspruch 9, Zeile 22-24 genannten 
Legierungen oder Verbindungen besteht, oder diese enthalt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die durch die Struktur des Anspruchs 9 zu losende Aufgabe kann darin gesehen werden, 
daB eine Grundschicht verwendet werden soli, welche gute "^S^chlcW 
Barriereeigenschaften aufweist und mit der angrenzenden mckelhalt.gen Sch.cht 

materialvertraglich ist. 

Die in Anspruch 9 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
besteht in der spezifischen Kombination der Materia.ien fur Grundsch.cht und 
Sockelschicht Eine solche Kombination wird durch den bekannten Stand der Techn.k 
S« - beispielsweise sind in D3 a.s spezifische Schichtkomb.nat.onen nur 
n"au und Ni/Ag angegeben (Seite 3, Pa,9; Seite 1 1 , Par.52). Welters hegt auch em 
Ersatz der unteren Schicht (60) in D3 durch eine der in Anspruch 9 genannten 
Uatungen oder Verbindungen nicht nahe, da die genannten Materia.ien nicht, wu* 
beSnde Schicht in D3, ohne weiteres ga.vanisch abgeschieden werden kann Der 
^M^e Anspruchs 9 erf ullt daher das Erfordernis der erfinderischen Tafgkert 

(Artikel 33(3) PCT). 

Die Anspruche 10-14 sind vom Anspruch 9 abhangig und erful.en damit ebenfa.ls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tat.gke.t. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
BEIBLATT] 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/052999 



SSS-erKungen zur in.erna.iona.en Anmeldung 

D ,e Anmeldung er« nioh. die Brordernisse des Artlkeis e PCT, weii der Anspruoh 9 nich, 
War ist. 

u q ™ 0 7 wird eine "kupferfreie Kontaktvorsprungsanordnung" beansprucht, 

GemS6 Beschreihung Sei,e 7, -^J^^riSS^ 
Z .B. aus mehr als 50 A.ompro Z en. Kupfer M*^0B Kontak worsprung S anordnung 
Kupferzusatz enthalten, siehe Seite 9, Zeile £ o), so 
in diesem Fall nich. kupferfrei sein konnte. 

W e,ers warden einerse, .e Beg £ — ^ ^ nur 
synonym verwendet (z.B. Se.te 6, zene *i _ Maskenaussparung 

D , e genaue BedeuUrng des Begri«s -KorrtakWoraprungsanerdnung" is. daher nioh. klar. 
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patentansprttche 



1. verfahren zum Galvanisieren, 

mit den Schritten: 

-i-wrisch leitfahigen Grundschxcht (22) aur 
Aufbringen exner elektrxscn y 

ein Substrat (12), besser 
Aufbringen einer im Vergleich Z u der Grundschxcht (22 
Aufbrxng m if SS chicht (24) nach dem Aufbrxngen 

elektrisch leitenden Hxlf sscnxcnr. \* 

riP>r Grundschicht (22) , 
, alringen einer Maakenschicht ,2«> nach dem Aut.ringen der 

""""T^mII.- mit Hastens einer MaskenS.rnung ,28, 
Erzeugen einer raa&*e 

anq Her Maskenschicht (26) / 

S ukturieren der Hiifsschicht ,24, unter Verwendung der Mas- 
5 Te lei die Grundschicht ,22, nicht Oder nicht voiistandrg 
gemali der Maske strukturiert wxrd, 

Livanisieren mindestens einer Sehicht ,50. 52, in der Mas 
larrnung ,28, nach dem Strukturieren der Hiirsschrcht ,24,, 

namlich: 

20 Galvaniaieren einer Sockelschicht ,50) , nalvanisieten 
Galvaniaieren einer Deckschicht (52, nach dem Galvanrsreren 
Gaxvanxs c nrk elschicht (50) aus ei- 

der Sockelschicht (50), wobex dxe Sockelschxc i 

nem anderen Material besteht als die Deckschxcht (52) . 

25 2 . Verfahren nach Anspruch 1, g • k e n n z e i c h n e t 
d u r c h die Schritte: 

Gaivanisieren mit einer Stromdichte in einer 
Galvanisieren .it einer im Vergieich ru der Stromdrchte » ah 
re „d der Anfangsphase hCheren Stromdichte in erner der 
30 fangsphase folgenden Hauptphaae. 

3 verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, d a d u r e h g e - 

k 'e n n r e i c h n e t , dass die Stromdichte in der Anfangs- 
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10 



15 



20 



phase einen Wert kleiner ale 50 Present der Stromdichte in 
der Hauptphase hat, 

und/oder dass die Anfangsphase .anger als fUnf Sekunden 
und/oder kOrzer als funf Minuten 1st, 

und/oder dass die Stromdichte in der Hauptphase groAer als 
0,2 Ampere pro Quadratdezimeter und/oder Kleiner als 10 Ampe- 
re pro Quadratdezimeter ist. 

4 verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, g a - 
kennzeichnet durch dieSchritte: 

To«n*r«ir.hicht (18) vor dem Aufbringen der 
Aufbringen emer Isolierscnxcni \xoi 

Grundschicht (22), 

Strukturieren der Isoliersohicht (18) unter Erzeugen exner 
KontaktOffnung (20, vor de m Aufbringen der Grundschicht (22) 

anfhrinaen eines Teils der Grundschicht {ZZ) 
und vorzugsweise Autoringen 

in der KontaktOffnung (20) . 

5 Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, d a - 
durch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Grundschicht 
(22) eine Barriereschicht gegen Kupferdif fusion ist, 

und dass die Hilfsschicht (24) Kupfer enthalt . 

6 verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4 d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , dass die Grundschicht (22) eine 
Barriereschicht gegen Kupferdif fusion ist, 

und dass die Hilfsschicht (24) aus Kupfer besteht . 

7 Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 

z e i c h n e t , dass das Material der Sockelschicht (50) ei- 

) nen Schmelzpunkt gr6fter 500 Grad Celsius hat, 

■ i n^rkschicht (52) einen Schmelzpunkt 

und dass das Material der Decrement ^ 

kleiner 400 Grad Celsius hat. 
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8 verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, d a - 

d 'urch gekennzeichnet , dass das Strukturieren 

„.i,,=ni«riipn verfahren durchge- 
der Hilfsschicht mit einem galvaniscnen vena 

fuhrt wird, vorzugsweise in derselben Anlage wie das Galvanx- 
sieren der Schicht (50, 52) in der MaskenSf f nung (28) . 



9 Kupferfreie Kontaktvorsprungsanordnung (10), 
die in der folgenden Reihenfolge mit zunehmenden Abstand zu 
einem Substrat (12) eines integrierten Schaltkreises enthalt: 
10 eine elektrisch leitfahige Leitbahn (16) oder Anschlussplat- 

te, 

eine elektrisch leitfahige Grundschicht (22), 

angrenzend an die Grundschicht (22) eine kupferfreie Sockel- 
schicht (50) aus einem Material mit einer Schmelztemperatur 

15 ctroBer 500 Grad Celsius, 

eine elektrisch leitfahige Lotmaterialschicht (52) mit ernem 

Schmelzpunkt kleiner 400 Grad Celsius, 

wobei die Sockelschicht (50) aus Nickel oder Nickelphosphor 
besteht, oder mindestens 60 Atomprozent Nickel enthalt, 
wobei die Grundschicht (22) eine Dif f usionssperre far Kupfer 

bildet, . 
wobei die Grundschicht (22) aus Titanwolf ram, Titannxtr.d o- 
der Tantalnitrid besteht oder Titanwolf ram, Titannitrid oder 
Tantalnitrid enthalt, 

und wobei die Grundschicht (22, an die Leitbahn (16) Oder dxe 
Anschlussplatte angrenzt. 

10 Kontaktvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9, d a - 
d u r c h g e fc e n n , e i c h n e t , dass an der Grenze zwi- 
30 schen Sockelschicht (50) und Lotmaterialschicht (52) erne 

Grenzschicht aus binaren oder mehrphasigen Verbindungen vor- 
handen ist. insbesondere aus einer ternaren Verbindung. 



20 



25 
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U. Kontalctvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9 oder 10, 

h aekennzeichnet, dass die Leitbahn 
dadurch gekennze 

,16) Oder die Ansohluaaplatte mindestena 80 Atomprozent Alu 
m iniu m enthalt, Oder daaa die Leitbahn (16) Oder die An- 

5 aohluasplatte mehr als 50 Atomprozent Kupfer enthalt, 

und/oder dass die Lotnaterialaehioht (52, aus einer Zznnle- 
g ierung beateht. inebeaondere aus einer Zinn-Silber-Legzerun, 
Oder einer S inn-81ei-Legierung Oder einer Sinn-Siiber-Kupf er- 
L egierung Oder einer Zinn-Silber-Wiamut-Legierung, oder e.ne 

10 Zinnlegierung enthalt, inebeaondere eine Zinn-Szlber- 
Legierung Oder eine Zinn-Blei-Legierung Oder eine Zrnn- 
Silber-Kupfer-Legierung oder eine Zinn-Silber-Wismut- 

und/oder daaa die Grundachicht einen Sohichtstapel ana n,enre 
15 ren Teilaehichten enthalt. wobei der Sohiohtatapel mindestena 
eine der folgenden S ohiohten enthalt, eine Titanschioht e 
Tantalaohicht. eine T itannitridschioht, eine Tantalnrtrrd- 

v.^v,+- o-inp Titanwolf ramschicht oder 
schicht, eine Wolf ramschicht , eine iiranwu 

eine Titanwolf ramnitridschicht . 

12 Kontalctvorsprungsanordnung (10) nach Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass das die Grund- 
schicht (22) aus Titanwolfram besteht oder Titanwolfram ent- 
halt, wobei der Titananteil kleiner als 20 Atomprozent ist. 

13 Kontalctvorsprungsanordnung (10) nach einera der Anspruche 
9b is 12, dadurch gekennzeichnet, dassdie 
Sockelschicht (50) an die Lotmaterialschicht (52) angrenzt . 

14. KontaKtvorsprungsanordnung (10, naoh eine. der AnsprOche 

tonnzeichnet durch eine elektriach 
9bial3, gekennzeroniiB 

iaolierende Schioht (18, mit einer Auaaparung (20, , u der 



20 



25 



30 
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kindest eine Tail der Grundschicht (22) und ein Tail der 
Sockelschicht (50) angeordnet sind. 
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